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Este invento se refiere a un procedimiento para reparar
defectos en recubrimientos eléctricamente aislados sobre substra
tos conductivos. Dichos recubrimientos pueden ser beneficiosamen
te recubrimientos protectores sobre recipientes.

En muchas aplicaciones de recubrimiento de substratos

conductivos, se aplican dos capas de recubrimiento casi continuab

& los substratos para asegurar una coverifura de los mismos réla-
tivamente completa, Cada recubrimiento tieme defectos, como dimif
nutos orificios, pero la probabilidad de que los defectos de una
capa queden en generzal alineados con los defectos de otra capa
es relativamente pequefla, y por lo tanto, se obitienen resulitados
de covertura adecuados. Existen diversos inconvenientes asocia-
dos con la aplicacién de recubrimiento del substrato conductivo,
como en una tapa de un recipiente., Intentando reducir al minimo
la cantidad de material, se aplican dos capas delgadas a la tapa|
v la aplicacidn de las mismas suele producir orificios mindscﬁ-
los en la capa de recubrimiento., En otras situaciones, una capa
suficientemente gruesa para quedar exenta de picaduras presenta
otras deficiencias como corrimiento, escurridura .o porosidad.
Este invento tiene por objeto aplicar de una forma seleg
tiva un recubrimiento en los defectos como picaduras, materia ex
trefia y zonas débiles en una capa delgada de recubrimiento sobre
un substrato conductivo o tapa para conseguir una covertura acep
table con una cantidad minima de material de recubrimiento. Una
capa de recubrimiento uniforme, como se consigue con la novedad
del presente invenie, reduce al minimo lz desscamacidn ¢ peladura
asociada con diversas aplicaciones de material de recubrimiento.|

Teniendo presentes log objetos anteriores y otros objeto

w

que aparecerdn mds adelante, se comprendera con mayor claridad

la naturaleza del invento con relacidn a la descripeidn detallada

?
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las reivindicaciones adjuntas y las diversas vistas ilustradas
en los dibujos.

En los dibujos:

Ta figura 1 es una ilustracién esquemdtica de las diven
sas fages comprendidas en el procedimiento del invento.

La figure 2 es una vista en seccidén tomada & través de
una base conductiva o substrato.

La figura 3 es una vista en seccidn tomada a través de
la base conductiva de la figura 2 con una capa de base imperfece|
ta.

La figura 4 ilustra la carga de la capa de base de la
figura 3.

La figura 5 ilustra la aplicacidn de partfculas de mate-
rial de reparacién cargadas atraidas en la zona de los defectos
en la capa de base y repelidas por las partes de la misme unifor
memente recubiertas,

La figure 6 es una vista en seccidn tomada a través de
la base conductiva con la capa de base reparada,

Refiriendonos ahora a los dibujos con detalle, se verd
que en el dibujo esquemdtico se ilustran las fases del procedi-
miento de este invento.

Una base conductiva o substrato 10 se transporta a lo lﬁg
go de un trayecto (no ilustrado de un modo especifico) hasta ungl

seccidén de recubrimiento donde un rodillo 11 u oiro dispositivo

tradicional apropiado aplica una capa de material orgdnico ais- |
1
lante a la base conductiva 10 donde =se forma una capa de hase !

aislante 12, que muestra imperfecciones o zonas de defectos 13,
posteriormenie se seca. Ia base conductiva 10 con la capa de ba~

se seca 12 y las zonas de defecto correspondientes 13 se trans-

porta entonces haciendola pesar por un elemento de descarga en
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| reparacién es la misma que en la capa de base cargada 12. Ia ba-

corona S en el cual una emisidén de descarza en corona carga eleg
trostdticamente la capa de base 12 con una carga de una polari-
dad &da, A medida que la base conductiva 10 se transporta pasan-
do por el elemento de descarga en corona S, la base conductiva
10 se pone apropiadamente a tierra en el punto G2 para que la bal
se conductiva 10 no se vea afectada sustancialmente por la emi-
sién en corona, .

Habiendo cargado electrostdticamente de un modo uniforme
la capa de base 12, la base conductiva 10 se transporta a unz
seccidn de reparacidn 14 donde se aplican partfculas de repara-
cidn cargadas electrogtdticamente a la capa de base 12 donde se

reparan las dreas de defecto 13. Ia cargas en las particulas de

se conductiva 10 con la capa de base reparada 12 se transporta
a una seccién de curacién 15, que puede ser una seccién de calen)
tamiento u otro dispositivo tradicional apropiado, donde se cura
la capa de base reparada 12. '
Refiriendonos ahora a las figuras 2 a 6, se verd en las
mismas una base conductiva o substréto 10 que tiene caracteristil
cas de conduccidn eldectrica relativamente buenas (figura 2). En
la figura 3, se aplica una primera capa a una superficie (no iiu_
trada especificamente) de la base conductiva 10 por lo que se
forma una capa de base 12 sobre la misma y se seca. La capa de
base 12 debe tener caracteristicas de condueéidn menores que en
la base conductiva 10 y normalmente se puede considerar con caw-
racteristicaa eldetricsmente aiglantes. Ia cape de base geeca 12
presenta 4dreas uniformes 16 y 4reas de defecto 13. Ias 4reas de
defecto 13 pueden consistir en diminutos orificios o zonas eon

escasez de material, o ambos defectos. las zonas de defecto 13

son inaceptables para la fabricacidn de fecipientes puesto que
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las zonas de defectos 13 pueden dejar que la superficie (no ilug
trada de un modo especifico) de la base conductiva 10 contamine
el contenido del recipiente (no ilustrado). Por lo tanto, se tig
nen que reparar las gonas de defectos 13, y el procedimiento de
este invento emplea la aplicacidn selectiva de material de repa-

racién para reparar las zonas de defecto 13,

En le reparacidn de las zonas de defecto 13, una capa d
base imperfecta 12 se carga eléctricamente por exposicidn a ionjs
producidos en un elemento de descarga en corona unipolar S, indil
cado de un modo general en la figura 5, la capa de base 12 se car
ge a una polaridad relativa (-), mientras que el substrato 10 se
pone a tierra en G2 por lo que el substrato 10 gse mantiene a un
gredo menor de polaridad negativa (~) que la capa de base de cax
ge negativa 12, Cuando la capa de base de carga negativa 12 es
de espesor y composicidn uniformes, segin indica la referencia
16, existe un campo eléctrico debido a la carga principalmente
en el interior de la capa de base 12 en las 4reas uniformes 16,
Cuando la capa de base de carga negativa 12 presenté zZonas de
defectos 13 las zonas de defectos 13 se wven influidas por la ca-
racteristica eléctricamente conductiva de la base conductiva 10
y la carga negativa (-) de la capa de base 12, por lo que se Pro|
duce un efecto de dispersidn sobre las dreas de defecto 13.

En la figura 5 se ilustra la reparacién de las 4reas de
defecto 13 bombardeando la capa de base negativa 12 con un mate-
rial de reperacidén cargado eléctricamente 17 que lleva una carga

a2 base ds

‘-I

de polaridad negativa (-) igual que la de 1z capa dc
cargs negativa 12.

Aunque no se ilustra de un modo especifico, la carga so-
bre la capa de base 12 podrfa ser de polaridad positiva (+4), ¥

el material de reparacidn cargado eléctricamente 17 llevaréd una
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que proporciona una cape de base delgada uniforme (figura 6).

pulverizar sobre la . capa de base 12 en corriente de zire, o se

- geno, en el que se sumerge la capa de base 12, o se pueden mez-

clar con material material granmular relativamente vasto y esta

do sobre la capa de base 12 en corriente de aire o se pueden in-|

.’A5-

carsa de la misma polaridad, segin se ilustra de acuerdo con el
invento.

El efecto de campo marginal, asociado con las dreas de
defecto 13 resultantes de la carga negativa (~) de la capa de bg
se 12, influye en la atraccidén del material de reparacién de can
gé negativa 17 para que llenen las zonas de defectos 13, Ia ine
fluencia del defecto de campo marginal se reduce cuando el mate-
rial de reparacién de carga negativa 17 ha reparado las gzonas de
defecto 13. Una vez'que se han reparado las zonas de defecto 13,
la capa base uniforme cargada de forma negativa 12 actda repe-

liendo el material de reparacién de carga negativa 17, con lo

El material de reparacidén 17 se puede introducir en la
capa base 12 de diversas formas que se expondrdn mds adelante.

por ejemplo, las partfculas sélidas finamente dividas se pueden

pueden introducir en un liquido no conductor, por ejemplo quefo-

mezclae se puede hacer caer en cascada a través de la capa de bha-

ge 12, De un modo similar, se pueden pulverizar gotitas de liqqg

troducir en un 1fquido miscible no conductos para formar una emull
sién. |

Las partfculas sblidas o gotitas de liquido se pulveri-
zan en corriente de aire y se puedén cargar elictricamente pcr'
exposicidn a iones en una descarga en corona unipolar, similar
al elemento de descarga'en corona S del presente invento. Ias

particulas o gotitas se introducen en un liquido y la composicidn

del 1lf{quido y del material de reparacidén se pueden elegir para
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que proporcione una carga unipolar del material de reparacidén

La novedad del procedimiento de este invento es que el
material de reparacidn (particulas o gotitas) se introduzca en
la capa de base cargada eléctricamente 12 de manera que la atrag
cidn electrostdtica resuliante del efecto de campo marginal ine-
fluya notablemente en el comportamiento de las particulas o goti
tas cargadas. Por ejemplo, si las partfculas sélidas se pulveri-
zan neumédticamente sobre la capa de base cargada 12, las fuerzas
electrostdticas deberdn ser por lo menos tan potentes como las
fuerzas neumdticas o de gravedad experimentadas por los articu~
los.

Desde un punto de vista ideal, las fuerzas electrostdtij
cag deberdn dominar el comportamiento de las particulas. De un
modo similar, si el material de reparacidén se introduce en un 1i
quido, la capa de base 12 deberd sumergirse en el liquido o hacer
se fluir el liquido a través de la capa de base 12 de una forma
guficlentemente suave éara que ejerza en su ;nfluencia las fuer+
zas electrostdticas,

En la aplicacidn de particulas sélidas de material terma
pléstlco, las particulas se puede aplicar calentandolas por encil
ma de su temperatu:a de fusidn respectiva o exponiendola a vapo-
res de un disolvente apropisdo. Si se utilizan particulas séli-
das de endurecimiento al calor, se puede conseguir también un
flujo, aglutinamiento y reticulacién por calentamiento. Puede
ser conveniente también en la aplicacidn de un material de repa-

hat L aYakalal
A W Mk

racidn por gotitas de liquide gue la ccpa de base 12

cién se celiente para que se seque y se reticule la capa de repd
racién, También se pueden aplicar gotitas de un material de repd

racidén liquido que se convierten entonces en sélido adherente pqr

exposicién a radiacidén ionizante, por ejémplo luz ultravioleta d
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haces eleétrénicos.

Ademds de poder reparar los tipos normales de defectos
en recubrimientos el procedimiento de este invento se puede apliy
car también al recubrimiento de un substrato conductivo expuesto
10 con 4reas expuestas relativamente grandes (no ilustrado de un
modo especifico). En general, en tanto que por 1o menos una di-
mensién del substrato conductivo expuesto 10 sea suficientemente
pequefla si se compara con las dimensiones de 4rea de la capa de
base 12 en el sentido de que se produce un intenso campo mergi-
nal, el procedimiento del invento permite unasplicecidén selecti-
va de capa de reparacidn a los defectos 13.

Aunque se ha ilustrado y descrito una modalidad preferi-
ble del invento de un modo especifico, se comprénderé que se pue
den efectuar pequefias variaciones en el procedimiento sin desvia]
se del espfritu y alcance del invento segln se definen en las
reivindicaciones adjuntas,

Descrita suficientemente la naturaleza del invento, asi

tar que las disposiciones anteriormente indicadas son suscepti-

bles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su princi

[ 33
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REIVINDICACIONES

l.~ Procedimiento para reparar zonas de defectos de una
capa base eléctricamente aislante sobre un substrato eléetrica-
mente conductivo, caracterizado porque comprende las fases de:
cargar electrostiticaments de un modo general la capa base con

una carga de una polaridad dada mientras el substrato se mantie-

ne por lo menos & un grado menor de dicha polaridad dada, mostran
do las 4reas de los defectos de la capa base cargada un efecto d|
campo marginal; carger electrostdticemente un material de repargi
cién con una cargs de la misma polaridad que la de la capa base

cargada; aplicar el material de reparacién cargado uniformemente
a la capa base cargada y las 4dreas de defectos, siendo repelido

el material de reparacién cargado que se dirige hacia las partes
sin defectos de 1la capa base y siendo atraido el meterial de re-
peracién cargado que incide en la capa base adyacente a los de=-

fectos por el efecto de campo marginal hacia las zonas de los dg|
fectos; y curar el material de capa base afiadido para proporcio-|

nar ung capa base general de espesor uniforme,

2.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracteri-

o —

zado porque la fase de cargar electrostdticamente la capa base s

efectia por una descarga en corona,

3.= Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracterizay

do porque la fase de cargar electrostdticamente el material de |
reparacién se efectia por una descarga en corona. ?
4,~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracterizé
do porque el substraio conductivo tiene una mayor 00nductividad§
elédtrica que la capa base cargada. j
5.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, caracterizé

do porque el material de reparacidn consiste en partfculas 861im
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das.
6.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 1, caracteri-
zado porque la atracecién del material de reparacidén cargado a

las zonas de defectos, se reducen gradualmente a medida que el

drea de los defectos se llena con material de reparacién cargado

T.~ Procedimiento segin la reivindicacidn 1, caracteriz
do porque el subsirato se mantiene a un menor grado de la polarj
dad dada mediante la operacidén de ponerlo a tierra.

8.~ Procedimiento segin cualquiera de las reivindicacig
nes anteriores, caracterizado porque para recubrir uniformemente
una superficie de un substrato conductivo, dicho procedimiento
comprende las fases de: recubrir el substrato conductivo con unz
capa base eléctricamente aiglante en cuya capa base existen dre
de defectos; cargar en general electrostéticamenfe la capa de
se con uns carga de polaridad dada mientras el substrato se man-
tiene por 1o menos a un menor grado de dicha polaridad dada; pref
sentando las 4reas de los defectos de la capa base cargada un
efecto de campo marginal; carger electrostdticamente un material]
de reparacién en una carga de la misma polaridad que la de la cg
pa de base cargada; aplicar el materiai de reparacién cargado
uniformemente a la capa base cargada y las dreas de defectos;
siendo repelido con material de reparacidén cargado gue se dirige
hacia las partes sin defectos de la capa base, y siendo atraido

el material de reparacién cargado que incide en la capa base ad-

yecente a los defectos por el efecto de campo marginal hacia las

para proporcionar una cape base general de espesor uniforme,
9.~ Procedimiento segin la reivindicacién 8, caracteriza
do porque en la fase de recubrimiento con una capa base, la capg)

base se aplica electroestiticamente.
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10.- Procedimiento para reparar zonas de defectos de uy
cape base eléctricamente aislante sobre un substrato eléctrica-
mente conductivo, tal y como queda sustancialmente descrito en
la presente Memoria y en los dibujos adjuntos.

Esta Memoria consta de diez hojas escritas a médquina pox
une sola cara,
Madrid, 0 MY g
THE CONTINENTAL GROUP INC,
3. M. GOWEZ ACECT Y FOM

p. p. Firmado: J. Suaregs Disa
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